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※概要（Summary）： 

アンテナと整流器とを結合した構造の赤外線受信

素子は高感度・小型素子として期待される 1)。整流器

は高速動作が必要なため，MIM ダイオードとし，寸

法として数 100 nmの微細加工が必要となる。本課題

では，電子線描画によるナノ加工と原子層層堆積

(ALD)法による絶縁膜形成によって，赤外線素子とし

て高感度が期待できるMIM構造を作製した。 

※実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・電子線描画装置 

・原子層堆積装置 

・蒸着装置 

【実験方法】 

酸化膜が形成されたSi基板上の１対のAuパッド電

極の一方に接触するように Ni のアンテナと伝送線路

を電子線描画とリフトオフ法で形成した。次に，原子

層堆積(ALD)法で Al2O3膜を形成した。最後に，他方

のAuパッド電極に接触するようにAlまたはNiのア

ンテナと伝送線路を電子線描画とリフトオフで形成

した。このとき，両者の金属パターンが Al2O3層をは

さんで一辺 300 nmの正方形で重なるようにし，この

部分をMIMダイオードとした。図１は赤外線素子の

走査電子顕微鏡(SEM)写真である。 

電流電圧曲線の２階微分 d2I/dV2の最大値が赤外線

感度に比例 2)することを利用して感度を推定した。 

図１．試作した赤外線受信素子の SEM写真 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 １層目の Ni 層の厚さと ALD の堆積回数を最適化し，

かつ２層目の金属を Ni とすることにより，図２に示す

ように，d2I/dV2＝1.8 mA/V2が得られた。この値は世界

トップレベルの値である 1)。得られた d2I/dV2の値から

推定される赤外線受信素子の感度は 54 mA/Wである。 

図２．MIMダイオードの電流電圧曲線 

※その他・特記事項（Others）： 

今後，ノイズの少ない赤外線応答測定系を構築し，今

回推定された感度を実証してゆきたい。 
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用語説明 

MIMダイオード：金属/絶縁膜/金属 (metal-insulator- 

metal) 構造のトンネルダイオード。 
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